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ELN3033 ELEKTRONIK DEVRELERI LABORATUARI I DENEY NO: 7

DENEY 7: BJT ve MOSFET’Li KUVVETLENDIRICI TASARIMI

1. On Bilgi

Bu deneyde 6n hazirlik kisminda belirtilen 6zelliklere sahip BJT’li veya MOSFET’li
kuvvetlendirici tasarlamaniz istenmektedir. Tasarladiginiz devrede laboratuvarda breadboard
iizerinde gerceklenecek ve verilen parametrelerin (kazang, giris direnci vb.) ne kadar saglandigi
Olciilerek gosterilecektir. Raporun 6n hazirlik kisminda devrenin tasarimi, deneyin yapilis kisminda
elde edilen 6lgtim sonuglari ve raporda istenenler kisminda da hesaplanan parametreler ile 6lgtilen
degerlerin karsilastirilmasi verilecek ve farklarin nedenleri yorumlanacaktir. Devrede istenildigi
kadar kat kullamlabilir. On hazirlik kisminda tasarimin her asamasi acik sekilde gosterilmelidir.
Devrede BJT olarak BC547B, MOSFET olarak da 2N7000 kullanilacaktir. BIJT i¢in Vgg(on) =
0,7V ve hs, = B =300, MOSFET igin ise Vy = 1,5V ve k, = 100mA/V? alimz. Devrede
hesapladiginiz diger elemanlar sizin tarafinizdan tedarik edilecektir. Deney grubu tek olanlar (A1,
All, BS5, vb.) BJT’li kuvvetlendiriciyi, ¢ift olanlar ise (A2, A8, B12, vb.) MOSFET’li
kuvvetlendiriciyi tasarlayacaklardir.

II. On Hazirhk

BJT’li kuvvetlendirici i¢in istenen 6zellikler asagidadir.

Devrede besleme gerilimi V- = 10V dur.

Devrenin giris direnci en az 10k() olmalidir.

Yiik direnci 100€’dur.

Devrenin giris isareti v, = 100mV.sin(2m. 10kHz. t) dir.

Devrenin gerilim kazanc1 4, = —50 olmalidur.

Giris ve ¢ikista kuplaj kapasitesi kullanilmalidir.

Devre £ degisimlerine kars1 (miimkiin oldugunca) duyarsiz olmalidir.
Devrenin alt kesim frekans1 20Hz’den kii¢iik olmalidir.
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Devrede tranzistoriin siikiinet akimi Iy = 0,65mA’den kiigiik olmalidir.
10. Isaret kaynaginm i¢ direnci Ry = 509 dur.

MOSFET’1i kuvvetlendirici i¢in istenen 6zellikler asagidadir.
1. Devrede besleme gerilimi V- = 10V dur.
Devrenin giris direnci en az 10k} olmalidir.
Yiik direnci 2k()’dur.
Devrenin giris isareti v; = 50mV.sin(2r. 10kHz. t) dir.
Devrenin gerilim kazanct 4, = —20 olmalidir.
Giris ve cikista kuplaj kapasitesi kullanilmalidir.
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Devre MOSFET’in parametrelerinin degisimine karsi (miimkiin oldugunca) duyarsiz
olmalidir.

8. Devrenin alt kesim frekans1 20Hz’den kii¢iik olmalidir.

9. Devrede MOSFET in siiklinet akimi I, = 2mA’den kii¢lik olmalidr.

10. Isaret kaynaginm i¢ direnci Ry = 500 dur.
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